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Б. МАХЕНДРАНАТ, А. СРИНИВАСУЛУ
VIGNAN университет,
Индия, Вадламуди, Гунтур
Аннотация. В работе представлен выходной буфер на базе низковольтных устройств (+ 1,8 В) для работы
с сигналами высокого напряжения + 3,3 В интерфейса PCI-X (peripheral component interconnect extended),
реализованный с помощью КМОП-технологического процесса 180 нм. Поскольку PCI-X является интер-
фейсом + 3,3 В, нагрузка на оксидный затвор создает проблемы при разработке входных-выходных цепей
для устройств 180 нм КМОП-процесса. Производительность предложенного выходного буфера оценива-
лась с применением программы Cadence и параметров модели 180 нм КМОП-процесса. Эксперименталь-
ные результаты подтверждают, что предложенный буфер эффективно работает c интерфейсом + 3,3 В на
частоте 100 МГц без существенного перенапряжения на оксидном затворе. В данной работе также пред-
ставлен новый преобразователь уровня, реализованный на устройствах + 1,8 В, который может преобразо-
вывать размах напряжения 0/1 В в размах напряжения 0/3,3 В.Результаты компьютерного моделирования
подтверждают, что предложенный преобразователь работает с достаточной точностью без какого-либо
перепада напряжения. Предложенная топология имеет низкую чувствительность, что позволяет ее реали-
зовать на СБИС.Предложенные схемы возможно реализовать с помощью низковольтных устройств без
потери производительности.
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1. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время рынок полупроводни-
ковых устройств требует наличие устройств
хранения с улучшенными рабочими характе-
ристиками, что вызывает необходимость в уве-
личении скорости переключения. Потребляе-
мая мощность становится основной характери-
стикой портативных электронных систем.
Как следствие, преобразователи уровней
должны иметь достаточный уровень тока,
чтобы удовлетворить требования по скорости
передачи. Это сопровождается значительными
колебаниями тока в течение короткого проме-
жутка времени (di/dt), что может увеличить
шумы переключения в цепях питания. В слу-
чае большой емкостной нагрузки в цепях пита-
ния наблюдаются значительные скачки напря-
жения. Причиной этого в основном является
индуктивность соединительных проводов,
узла и дорожек печатной платы, что приводит
к колебаниям питающего напряжения и нуля
(шумы переключения или шум Ldi/dt). Этот
шум также приводит к задержкам преобразо-
вания данных, колебаниям фронта сигнала и
перекрестным искажениям в соседних линиях.
Кроме того, это может привести к неправиль-
ной работе цепей, подключенных к одним ли-
ниям питания [1].
Для уменьшения основного питающего
напряжения VDD толщина оксидного затвора
должна быть уменьшена. Однако напряжение
на плате PCI-X интерфейса VCC поддерживает-
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